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Оксиды металлов являются важным классом соединений, использующихся для создания газовых сенсоров, катализаторов, фотопреобразователей, элементов памяти и т.д. Некоторые оксиды металлов сочетают в себе такие свойства как высокая электропроводность и оптическая прозрачность, благодаря чему эти материалы нашли широкое применение для создания прозрачных электродов в солнечных батареях, дисплеях и сенсорных экранах. Низкая токсичность также делает их перспективными для использования в биомедицине. 
Известно, что свойства наноструктурированных оксидов металлов существенным образом зависят от их морфологии. Поэтому, важной задачей является получение наноструктур с заданными  структурными параметрами (размером и формой нанообъектов, их пространственной ориентацией). Для этого используются различные методы синтеза оксидов металлов, такие как химическое осаждение из газовой фазы,  золь-гель метод, магнетронное распыление, лазерная абляция, пиролиз, электроспиннинг и т.д..
В данной работе нановолокна ZnO, NiO и Co3O4 были синтезированы путем электроспиннинга растворов полимеров. Нанокомпозиты ZnO/NiO и ZnO/Co3O4 были получены смешением компонентов в одной однородной пасте с последующим нанесением на стекло и термическим отжигом. Состав и микроструктуру материалов характеризовали методами XRD, SEM, FTIR. Материалы ZnO, NiO и Co3O4 представляют собой однофазные вещества в виде поликристаллических волокон диаметром 50-150 нм и практически неограниченной длины. 

Для исследования электрофизических свойств  на полученные образцы посредством термического распыления наносились золотые контакты с помощью вакуумного универсального поста ВУП-5. При изучении смесей оксидов металлов оба контакта наносились на поверхность плёнки, расстояние между контактами составляло 150 мкм. В случае образцов с послойным нанесением оксидов металлов p- и n-типа, роль нижнего контакта выполнял прозрачный токопроводящий слой FTO, нанесенный на стеклянную подложку. 
В работе были исследованы температурные зависимости проводимости полученных смесей оксидов металлов p- и n-типа. Было обнаружено, что проводимость смеси ZnO/NiO в соотношении 1:1 существенно ниже проводимости чистого ZnO. Это свидетельствует о значительном влиянии p-n гетеропереходов, возникающих в объеме материала, на проводимость структуры. Получены вольтамперные характеристики двухслойных p-n гетероструктур ZnO/NiO и ZnO/Co3O4 и проведен их анализ с использованием построения зонных диаграмм данных гетеропереходов. Для оценки возможности использования полученных гетероструктур в качестве фотопреобразователей в работе также были изучены их фотовольтаические свойства в условиях стандартного освещения (спектр АМ 1.5). 
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